                                                                                                              بسمه تعالی                             زمان نصب در تابلوی اعلانات:
(   دفاع از رساله دکتری                                                        (  سمينار عمومي     (Colloquium)
(  دفاع از پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد                                  (   سمينار تخصصي      (Seminar) 
                                                                                                   (  سمينار تخصصي و مشورتي  (Informal Seminar)
عنوان : شبیه​سازی و تحلیل اثرات همزمان فونون​ها، نقصهای لبه​ای، و جاهای خالی بر عملکرد ترانزیستورهای اثر میدان نانونوار گرافین
سخنران : حسین آخوندعلی
چکیده: با توجه به نزدیک شدن افزاره​های مجتمع سیلیکونی در تکنولوژی سی​ماس به محدودیت های فیزیکی خود، انتظار می​رود افزاره​های نانو الکترونیک جدید برای برآورد نقشه راه بین المللی برای تکنولوژی نیمه هادی در حوزه​هایی که سیلیسیم کاربردی ندارد جایگزین شوند. در این میان، نانو نوارهای گرافینی جایگزین مناسبی به نظر می​رسند و در سال های اخیر توجه بسیاری به آن ها شده است.
گرافین بدون نقص، صفحه ای دو بعدی متشکل از اتم های کربن است که به صورت ساختارهای شش ضلعی کنار هم قرار گرفته اند. در عمل، ساخت گرافین بدون نقص مشکل بوده و نوار ساخته شده دارای انواع نقص ها در شبکه می​باشد. این نقص ها می​توانند شامل زبری لبه، حفره ها، انواع ناصافی سطح، چین خوردگی و غیره باشند که خواص نانوارهای گرافین را تغییر می​دهند. از طرف دیگر، عواملی مانند برهمکنش های الکترون-فونونی نیز می​توانند بر خواص الکتریکی نوارهای گرافین تاثیر گذار باشند. اگر چه در گذشته اثرات پدیده های فوق الذکر به صورت مجزا بر روی نوار های گرافین مورد بررسی قرار گرفته اند، اما اثرات همزمان آن ها مورد بررسی و تحلیل قرار نگرفته است. 
در رساله فعلی، اثرات همزمان بر همکنش های الکترون-فونونی و نقص های شبکه (شامل جای خالی و زبری لبه) در نانونوار و ترانزیستور های اثر میدان گرافینی با طول کمتر از 10 نانومتر بررسی شده اند. برای انجام این کار از روش تابع گرین غیر تعادلی با هامیلتونی بدست آمده از روش تنگ بست (با استفاده از اولین و سومین همسایگی) و روش خودسازگار بورن استفاده شده است. 
نتایج شبیه سازی نشان می​دهند که این دو پدیده مستقل از هم نبوده و اثرات همدیگر را تشدید می​کنند. از طرف دیگر اثرگذاری فونون ها بر نمونه های دارای زبری لبه بیش از نمونه های دارای جای خالی است. ضمنا فونون ها جریان کانال ترانزیستور هایی را که در کانال آن ها نقص شبکه وجود دارد به صورت غیر فابل پیش بینی تغییر می​دهند. این فرایند بخصوص در نوار هایی که دارای نقص های شدید شبکه هستند بیشتر نمود پیدا می​کند. بررسی دقیق تر ترانزیستور های نانونوار با این ابعاد نشان دهنده عدم قابلیت اطمینان آن ها در کاربردهای عملی است.
زمان برگزاری: یکشنبه 29 آذر ساعت 8 صبح
مکان برگزاری: اتاق شورا
